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1N4148, 1N4149, 1N4446 bis 1N4449
Silizium-Planar-Schaltdioden s

Kleine Abmessungen

Extrem stabile, zuverldssige und schnelle Schaltdioden
Elektrisch Aquivalent:

1N4148 | 1N914

1N4149 [ 1N916

1N4446 | IN914A

1N4447 | 1IN916A

1N4448 | 1N914B

1N4449 | 1N916B

Mechanische Daten®

Das glaspassivierte Siliziumkristall ist in einem GlasgehBuse hermetisch abgeschlossen. Hochtempe-
ratur-Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschlissen garantieren fir guten Kontakt,
selbst bei extremsten Umweltbedingungen.
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Absolute Grenzwerte*

Sperrspannung 7B Y
Dauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1) 500 mW
Lagerungstemperatur —65°C bis +200°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Geh#use fir 10 s 300°C
Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf 200 °C Ty mit 2,85 mW/°C.

* JEDEC registriert.
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Elektrische Grenzwerte® bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prif- 1N4148

bedingungen min

1N4148

1M4446
max min max min max min max min max min

1N4447

1N4448

1M4449
max

g = 5 uA Fis3
I = 100 A 100
Ug =20V

Ur =20V,

Ty = 100 °C
Ug = 20V,

Ty = 150 °C

lp = 5 mA

lp = 10 mA

lp = 20 mh

lp = 30 mA

lp = 100 mA

Ur =10,
f=1MHz
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Schaltzeitkennwerte® bei Ty = 25 °C

Parameter Prif- 1N4148

1N4148

1M4446

1N4447

1M4448

1M4449
bedingungen min max min max min max min max min max min max

Einh.

ter SperrverzGgerungszeit |y = 10 mA,
Ugr =6V,
i:r= 1 mA.
Ry — 100 @
{s. Bild 13
lp = 50 mA,
Rr =50 &
(5. Bild 2 @

Urniireey FluBwiaderkehr-
spannung

* JEDEC registriert.
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Parameter-MeBbedingungen

0,2 pF Priitling

Eingang (o I
10kQ 2,5 kQ
Einstellung ouf
0,1 wF Ir = 10 mA

Einslellung auf
Ug = 6V

Eingangsspannungsform
Ausgangsstromkurve

Ausgang

s
=
Ll
-

Bild 1 — Sperrverzdgerungszelt

Bemerkungen:

a) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgender Charakteristik geliefert:
Zaus = 50 Q, tr << 0.5 ng, tp = 100 ns.

b) Die Ausgangsstromkurve wird an einem Oszillographen mit folgender Charakteristik sichtbar gemacht:
te = 0,6 ns, Zein = 50 &,
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Priifling

Testschaltung

Spannungsimpulsform

Bild 2 — FluBwiederkehrapannung

Bemerkungen:

a) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgender Charakteristik geliefert:
Zaus = 50 Q, tr < 30 ns, tp = 100 ns, f = 5—100 kHz.

b) Die Ausgangsimpulsform wirdan einem Oszillographen mit folgender Charakteristik sichtbar gemacht:
tr= 15ns, Rein= 1 M@, Cain=< 5 pF.

* JEDEC registriert.
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